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Abstract: The main aim of our job was measuring of the solar cells capacity's dependence on fre-
quency (in order to find the maximal value of capacity) as well as measuring the VA characteristics
of chosen solar cell - to found out what is the most advantageous voltage interval for solar cell’s
working.
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1. UVOD

Cilem nasi prace bylo charakterizovat dostupné vyvojové fotovoltaické ¢lanky. Prozatim jsme se
zamefili na teplotni zavislosti transportu naboje, pfedev§im na méfeni VA charakteristiky
V propustném i v zavérném sméru. Teplotni zavislost fotovoltaickych ¢lankd jsme zméfili pro tep-
loty 10, 200, 350K. Dale jsme se zaméfili na méteni zavislosti bariérové kapacity PN pfechodu na
frekvenci, jelikoZ solarni ¢lanek ma podobné vlastnosti jako dioda.

2. MERENI
Meéteni VA charakteristiky vzorky fotovoltaického ¢lanku bylo provadéno s vyuzitim kryostatu a
externiho kombinovaného zdroje/multimetru firmy Keithley 4200 SCS - blokové schéma zapojeni
(obr. 1). Pfi samotném méfeni a ovladani byl vyuzit ovladaci software naprogramovany v prostiedi
LabView. Pii méfeni bariérové kapacity PN piechodu bylo vyuzito piistroje Agilent 4285A - blo-
kové schéma zapojeni (obr. 2), ovladaci program byl taktéz naprogramovany v LabView, piikazy
byly ¢erpany z manualu [2].
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Obr. 1: Blokové schéma zapojeni métici apara- ~ Obr. 2: Blokové schéma zapojeni méfici apara-
tury pfi méfeni VA charakteristiky. tury pfi méfeni frekvencni kapacity vzorku.

Zatizeni byla s PC propojena pies rozhrani GPIB, kterého pfenosova rychlost byla vzhledem
K pouzitym zafizenim dostate¢na. Maximalni dovoleny proud byl stanoven na 30 mA, protoze nami
meéfeny fotovoltaicky clanek je velikosti ¢tverce o strané 1 cm. V zavérném sméru dosdhlo maxi-
malni zkousené napéti 10 V, v propustném 2 V. Ziskané charakteristiky byly nasledné vyneseny do
grafii a porovnany s teoretickymi pritbéhy vypoétenymi podle Shockeyho rovnice (1) pro teplotu
300 K.
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kde Ip je proud prochazejici diodou, Is je satura¢ni proud diody (proud v zavérném sméru), Up je
napéti na diodé€ a U+ je teplotni napéti popsané rovnici (2).
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kde k je Boltzmanova konstanta (k = 1,380662.10%°), T je termodynamicka teplota a q je naboj
elektronu (q = 1,6021892.10™). Pii teplotd T = 300 K mé teoretické tepelné nap&ti Ut hodnotu

25,85 mV. Namétené charakteristiky jsme aproximovali podle rovnice (1) a pro teplotu T = 300
K nam vyslo tepelné napéti ptiblizn¢ 74 mV.
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Obr. 3: VA charakteristika fotovoltaického Obr. 4: VA charakteristika fotovoltaického
¢lanku pfi teploté T = 300 K. ¢lanku v propustném smeru s porovnanim teore-

tickych a realnych prabéht.

Na Obr. 5 je vidét teplotni zavislost fotovoltaického ¢lanku pro vybrané teploty T = 350, 200 a 10

K. Je vidét, Ze se vzristajici teplotou nartista propustny proud ¢lanku, ktery se chova jako klasicka
polovodic¢ova dioda.
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Obr. 5: VA charakteristika fotovoltaického ¢lanku pfi teploté T = 300, 200 a 10 K.



Na Obr. 6 jsou zavislosti tepelného napéti Ut na teploté. Vysledky jsou porovnany s teoretickym
vypoctenym pritbéhem podle rovnice (2)Chyba! Nenalezen zdroj odkazi.. Z grafu je vidét, ze te-
pelné napéti Ut je linedrné zavislé na teploté a odpovida teoretickému predpokladu. V naSem pfi-
padg je tepelné napéti vyssi, coz mize byt zplisobené ibytkem napéti na kontaktech fotovoltaické-
ho ¢lanku.
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Obr. 5: Porovnani teplotni zavislosti naméfené-  Obr. 6: Frekvenc¢ni zavislost kapacity PN pie-
ho tepelného napéti Ut s teoretickou hodnotou. chodu solarniho ¢lanku.

Pii méfeni frekvencni zavislosti kapacity solarniho ¢lanku jsme naméfili hodnoty vynesené do grafu
(obr. 6); jev zaporné hodnoty bariérové kapacity vysvétluje prace[1].

3. ZAVER

Cilem této prace bylo zjistit zakladni charakteristiky fotovoltaickych ¢lankd. Nasim dal$im cilem je
otestovat vice vzorki a také rozsitit méfeni zejména o méteni zavislosti vystupniho proudu v zavis-
losti na vlnové délce (frekvenci) dopadajiciho elektromagnetického zafeni, testovani parametrii
¢lankd pfi praci v prostfedi s vyss$im atmosférickym tlakem. Pfi pfipravovani méteni jsme se taky
naucili ovladat potiebné pfistroje a tvofit programy potiebné k jejich ovladani.
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